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Aprobate la sedinta departamentului MIB din 07.12.2020, p.v. N 5:

Sef Departament, prof.univ., dr.hab. O. Lupan

Intrebérile la examen la disciplina TPS VLSI

sesiunea de iarna 2020/2021. Grupa MN-171.

Introducere Tn proiectarea structurilor VLSI. Procesul de proiectare VLSI.

lerarhia proiectarii.

Conceptele de regularitate, modularitate si localitate.

Stiluri de proiectare VLSI.

Tehnologii de fabricare CMOS si reguli de proiectare.

Procesul CMOS cu insula n.

Tehnologii evoluate de frabricare a CMOS.

Reguli de proiectarea TPS VLSI.

Proiectarea completa a mastilor de catre utilizator.
Reguli de proiectare ale formelor CMOS.
Proiectarea formei inversorului CMOS. Diagramele de bare.

Diagramele de bare. Reguli pentru constructia diagramelor de bare.

Portile NOR2 in CMOS.

Forma portilor CMOS NAND si NOR. Proiectarea si forma mastilor.

Porti logice complexe CMOS. Proiectarea mastilor prin folosirea diagramelor de bare.
Mastile de straturi pentru CMOS NOR2.
Circuitul 3NAND. Mastile de straturi ale portii 3SNAND.

Circuitul CMOS 4NOR. Topologia.

Extragerea elementelor de circuit parazite si estimarea performantelor din structura fizica.

Realitatea privind interconexiunile VLSI. Influenta numarului de interconexiuni asupra intarzierilor.

Capacitatile MOSFET. Extragerea elementelor de circuit parazite.
Estimarea capacitatii interconexiunilor. Capacitatea plan paralela.

Estimarea capacitatii interconexiunilor singulare. Estimarea capacitatii interconexiunilor cuplate.

Estimarea rezistentei interconexiunilor. Calcularea retinerii EImor.

Criterii de lungime pentru includerea inductantei in modelul interconexiunii. Graficele retinerii in dependenta de lungimea liniei pentru procesul de 1.5pum si 0.5um.

Caracteristici de propagare a interconexiunilor VLSI. Caracteristicile de cuplare a interconexiunilor VLSI.
Propagarea prin interconexiuni in tehnologiile VLSI.
Efectele scalarii clasice asupra interconexiunilor.

Puterea in CMOS. Ecuatiile puterii in CMOS.

Prezentarea generald a consumului de energie.

Puterea disipata la scurt-circuit.
Puterea disipata la scurgere.

Contributia diferitor disipari a puterii. Principiile reducerii puterii.
Proiectarea circuitelor CMOS cu consum redus al puterii prin scalarea tensiunii. Proiectarea sistemelor Ultra Low-Power.

Abordarea Conducte (Pipeline).

Abordarea conducte. Imbunatdtirea vitezei. Economisirea puterii.
Paralelismul. Abordarea procesarii paralele.
Estimarea si optimizarea activitatii de comutare.

Reducerea capacitdtii la comutare pentru abordarea pipeline.
Circuite logice adiabatice. Concepte de bazd.

Circuite de incarcare trepte.

Dispozitivul SOI (Sillicon-On-Insulator) CMOS. Caracteristici. Fabricarea. Avantaje.
Generarea si distribuirea pe chip/pastild VLS| a semnalelor de ceas/tact.

Oscilator inel. Oscilator cu dublu inel. Oscilator Pierce.
Terminologii. Latenta. Deplasarea timpului.

Amplasarea generald si reteaua de distributie "H-Tree” sau ”Arbore” a semnalelor de ceas/tact.
Tehnologia LOCOS si topologia CMOS. Vedere in sectiune transversala.

Proiectarea elementului CMOS. Tehnologia de fabricare CMOS. Topologia.
Proiectarea topologiei inversorului CMOS. Proiectarea si forma mastilor.
Proiectarea topologiei elementului logic NAND in baza CMOS.

Proiectarea topologiei elementului logic 2NAND in baza CMOS.

Proiectarea topologiei elementului logic 3NAND in baza CMOS.
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